
ПОТЕРИ МОЩНОСТИ В ТРАНЗИСТОРЕ
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Rg 2:= Rвнешний 10:= Vplato 7.5:= напряжение  плато Мюллера
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Rds⋅ 0.141=:= потери проводимости транзистора

P Pdiode Poff+ Pcond+ 0.14974=:= общие потери  транзистора

 Application Note AN-0994 

Rth 26.3:= на полигоне площадью 1 кв
дюйм

Tперегрева Rth P⋅ 3.938=:=

при температуре на рабочем столе 29-30 температура транзистора после часа
работы была где то около 35 градусов реально перегрев 6 градусов еще
пирометр дешевый точность так себе 
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